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Diodos. Transistores. Aplicações lineares e de chaveamento. Modelos de pequenos sinais. Amplificadores classe A, B e
AB. Fontes lineares. Amplificadores Operacionais.

Ementa:

Objetivos Específicos:

Proporcionar ao aluno desenvolver habilidades em circuitos elétricos e eletrônicos, digitais e analógicos. 

Conteúdo Programático:
Módulo 1: Diodos semicondutores;
Módulo 2: Aplicação de diodos;
Módulo 3: Transistores Bipolares de Junção (TBJ);
Módulo 4: Polarização CC do TBJ;
Módulo 5: Análise CA do TBJ;
Módulo 6: Transistor de Efeito de Campo (FET);
Módulo 7: Polarização do FET.

A disciplina será ministrada através de encontros remotos semanais de, pelo menos, 1 hora e 15 minutos, para
detalhamento de conceitos fundamentais da matéria abordada e para orientações de estudo e desenvolvimento de
atividades semanais a serem desenvolvidas pelos alunos durante a sua carga horária semanal assíncrona. As atividades
síncronas e assíncronas serão apoiadas pelos recursos de ensino a seguir:
1) G Suite para a realização de atividades síncronas e assíncronas;
2) AVA para apoio às atividades assíncronas e controle de atividades avaliativas;
3) LTspice da Analog Device (ambiente gratuito para simulação de circuitos eletrônicos) ou outros ambientes virtuais
similares gratuitamente disponibilizados por terceiros para desenvolvimento de atividades de laboratório.

Metodologia:

As atividades avaliativas realizadas durante o desenvolvimento de cada módulo do conteúdo programático serão
devidamente ponderadas por pesos atribuídos pelo professor ao serem aplicadas. Os seguintes pesos podem ser
atribuídos, segundo o nível de dificuldade para a realização da atividade: 1 (baixo); 2 (médio) ou 3 (alto). A toda e qualquer
atividade avaliativa será atribuída uma nota de 0 a 10. Ao final de cada módulo, será calculada a nota obtida pelo aluno
naquele módulo, conforme a seguir: M_i=somatório(p_k*N_k ), onde M_i é a nota obtida no módulo i, p_k e N_k são,
respectivamente, o peso e a nota atribuídos à k-ésima atividade.
A média parcial (MP) de cada aluno será calculada até o último dia letivo do semestre especial 2020/1 da seguinte forma:
MP= somatório(M_i)/7.

Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem :
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GARUE, S. Eletrônica Digital: Circuitos e Tecnologias LSI e VLSI. Ed. Hemus, 2004.

MALVINO, A. P. Eletrônica. V.1. 7ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.

MALVINO, A. P. Eletrônica. V.2. São Paulo: McGraw-Hill, 1995.  

São critérios para a aprovação sem prova final (PF): MP maior ou igual a 7,0 e frequência em aulas síncronas igual ou
superior a 75% da carga horária ministrada na referida modalidade de aula.
Caso o aluno não atenda aos critérios estabelecidos acima, ele deverá realizar uma prova final (PF) não presencial, onde
será abordado todo o conteúdo ministrado durante o semestre letivo.
A média final (MF) será calculada conforme a seguir: MF= ((MP+PF))/2.
São critérios para aprovação na disciplina: MF maior ou igual a 5,0 e frequência em aulas síncronas igual ou superior a
75% da carga horária ministrada na referida modalidade de aula.
Bibliografia básica:

R. L. Boylestad, L. Nashelsky. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. Pearson-Prentice Hall. 2004 – 8º. Edição

A. S. Sedra, K. C. Smith. Microeletronica. Makron Books. 1999 – 4o. edição;

Bibliografia complementar:

Cronograma:

Observação:
Bibliografia Básica:
1) R. L. Boylestad, L. Nashelsky. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. Pearson-Prentice Hall. 2013 � 11º. Edição;
2) A. S. Sedra, K. C. Smith. Microeletronica. Pearson/Prentice Hall. 1999 � 5ª. edição;
3) Gary S. May, Costas J. Spanos. Fundamentals of semiconductor manufacturing and process control. Hoboken, N.J.
:Wiley-Interscience,c2006.

Bibliografia Complementar:
1) R. L. Boylestad, L. Nashelsky. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. Pearson-Prentice Hall. 2004 � 8º. Edição;
2) James W. Nilsson, Susan A. Riedel. CIRCUITOS ELETRICOS. 6 edição. Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda,
2003;
3) HAYT JR, William H.; KEMMERLY, Jack E.; DURBIN, Steven M. Análise de Circuitos em Engenharia-8. AMGH Editora,
2014;
4) OMALLEY, John. Análise de circuitos. Bookman Editora, 1993.
5) SADIKU, Matthew NO; ALEXANDER, Charles K.; MUSA, Sarhan. Análise de circuitos elétricos com aplicações. AMGH
Editora, 2014.
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